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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Eolsde Erqr s L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor
2N2222 na configuracao emissor-comum com polarizacao por divisor de tensao
para atender aos seguintes requisitos:

Prnax <30mW V.. =12V
A, = —150 R, =50kQ
f, = 200 Hz Rs =500
fu = 500 kHz

JAplicar as regras de Sedra & Smith para definir o ponto Q.
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Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT

EEL-CSH

Escela de Engenbaria de Lorena

(JRegras de Sedra & Smith para definir o ponto Q.

Vee Vee
R _Vp—Vgg  Vp—Vpg
Rc E T (B+1
Rl ZVCC IE (ﬁT) IC
VC - 3
1V
B = Vee
3 + Veg = = R — Vee _ Vee
I = 0,11 2703l 038+ I
. 1V
R, ] E= 3 BE Ve
E R, = —R
Y7011, 2
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EEL-CSH

Projeto de Ampliticador de Pequenos Sinais com BJT Eolsde Erqr s L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Prax < 30 mW 1 — Obter I a partir de P, 4
VCC == 12 V
Ay = —150
R, = 50 kQ
fL = 200 Hz RS —_co0 Pmax - VCCICmax
fy = 500 kHz
/ Prnay 30mW 25 mA
= = = 2<2,0Im
Cmax = p.. = 12V

I =08l _=08x25mA=20mA
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Prax < 30 mW 2 — Obter Rg, Rye R, a partir das regras de Sedra & Smith
VCC =12V
Ay = —150
R;, =50 kQ
= 200 Hz —
i Rs =500 R, — Ve — Ve
fu = 500 kHz E g +1
gt
I =2,0mA

R, = VCC
27038 + DI

VCC
R, = —R
Y7011, 2

Necessario obter o ganho para Il = 2,0 mA e Vo = V- /3 VI
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Prax < 30 mW 2 — Obter Rg, Rie R, a partir das regras de Sedra & Smith
VCC == 12 V
Ayg = —150 R =50 KQ Necessario obter o ganho para I = 2,0 mAe Vg = 12/3 = 4 V!l
L=
f, = 200 Hz
fu = 500 kHz Rs =500 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tcase = 25 °C unless otherwise specified)
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit

Ic =2,0mA he* |Small Signal Current |lc=1mA Vee=10V f=1KHz| 50 300

Gain lc=10mA Vce=10V f=1KHz | 75 375

A folha de dados nao especifica o ganho para a condigcao desejada.
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Prar < 30 mW 2 — Obter Rg, R1e R, a partir das regras de Sedra & Smith
VCC =12 V
Ayg = —150 R =50 KQ Necessario obter o ganho para I = 2,0 mAe Vg = 12/3 = 4 V!l
L= .
fir =200 Hz R = 500 E possivel obter o ganho experimentalmente.
S — Ic(Q1)
fH = 500 kHz .step param Vce 0 12 0.05 | | i . —
.step param |b 0 25u 5u 5mA=- ——-—— ------ __—_ ...............
Ic =2,0mA P f—" 20 pA
-~
8 2,0 mA 200 15 pA
oo M To0ima T B
Q + s s s s 10 na
2N2222 C_ 2mA- |
I Vee)
0 S B N 11!
o) m [ B T T
0 2 4 6 8 10 12
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Poox < 30 mW 2 — Obter Rg, Rie R, a partir das regras de Sedra & Smith

VCC =12 |74
Ay = —150
£ 200 R, = 50kQ
L= z Vg =V 4V —-0,7V

Rs =50 0Q =2 _5E 1WVee 12 - ’ =
fir = 500kHz Rs (ﬁ+1)1 V=2 4y Re (200+1)20 A 1,641 kQ

B C 3 3 200 , U m
I; = 2,0 mA
B = hge = 200 e Vee | _IC_Z,OmA_10 A R — 12V 199 kQ
I, = 10 yA 27038+l 2 g 200 M 27030200+ DIOpA
I = 2,01 mA v
R, = 1,641 kO R, = oii —R, Iy=1I.+1Ig=20mA+10pA =2,01mA
yLig
R, = 19,9 kQ
R, = i 19,9 kQ1 = 39,8 k)

Ry =398k 1701x201mA ~ 0 77
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT s de g d L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Prax < 30 mW 3 — Obter os parametros do modelo 7,
VCC =12 V
Ayg = —150
R, = 50kQ 26 mV
= 200 Hz 1, =
Ji Rs = 50 Q I
fu = 500 kHz
L2
R"=R{ IR, =
Io = 2,0 mA 1 IR, R, +R,
B = hse = 200 R'pr,
Z;=R'"| Br, =
I; =10 pA : Pre R’ + Br,
I; = 2,01 mA 1
Ty = —
Ry = 1,641 kQ ® hee
R, = 19,9 kQ
R, = 39,8k
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Prax <30 mW 3 — Obter os parametros do modelo 7,
VCC == 12 V
Ay, = —150
Ry =50kQ _26mV _2mV ey
fu=200Hz Rs =50 Q e = e = 201mA "~
fy = 500 kHz
R R Il Ry = RiR, R,_39,8kﬂx19,9kﬂ_13 -
I, = 2,0mA L2 TR 4R, "~ 39,8kQ+19,9kQ 7
B = hse = 200 . R'Br, , 13,27 kQ x 200 X 12,935Q ) 165 KO
I; =10 pA L "’Bre_R’+,8re ‘7 13,27kQ+200x 12,9350
Ir = 2,01 mA 1
Ty = —
Ry = 1,641 kQ ® hee
R, = 19,9 kO
R, = 39,8kQ
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Prax < 30 mW 3 — Obter os parametros do modelo 7,
Vee =12V
A, =—150 ce ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tcase = 25 °C unless otherwise specified)
R; = 50 kQ
fL = 200 Hz t Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit
f = 500 kHz Rs =500 Roe Output Admittance lc=1mA Vee=10V 5 35 us
H lc =10 mA Veeg=10V 25 200 nsS
I = 2,0 mA r, = 12,935 Q I = 2,0 mA 7,2 53,3
B =hs =200 R =13,27kQ hye = 30,25 S
= = 1 1
Iz = 10 pA Z; = 2,165 kQ — =3025uA=33’06kQ
Iz = 2,01 mA 7, = 33,06 kQ oe ’
Rg = 1,641 kQ
R, = 19,9kQ
R, = 39,8kQ
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Eeido de Enqrar e L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Prax < 30 mW 4 — Obter R a partir de 4,
VCC == 12 V
Ay = —150
= 200 Hz =
Ji Rs =50 Q s "L Zi + Rg
fy = 500 kHz /
Io = 2,0 mA r, = 12,9350 Z R'Br,
§ : Ay, =——2 Zi =R fre=p s
B=he=200 R =13,27kQ e l \’”@
I; = 10 pA Z, = 2,165 kQ l
7 = RLRCTO R’ _p " R. — R1R2 . 26 mV
Ip = 2,01 mA r, = 33,06 kQ °= R R.T Riro T Rer, =Ry IRy = - Te=—
Ry = 1,641 kQ
R, = 19,9 kQ
A = _l Ry Ry Zj R.— _ TeAvSRLro(Zi + Rs)
HEE=NOSRINEY s~ " 1 R,R; + R,1, + Rery Z; + R C T 1A, (Ziry + Z;R, + RsRy + Rs1y) + ZiRy T,
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

Prax < 30 mW 4 — Obter R a partir de 4,

VCC == 12 V
Ay = =150

R, = 50kQ R.o—_ TeAp Ri75(Z; + Rs)
fu =200 Hz R =500 € = T Ay (Zity + Z;Ry + RsRy + R7y) + ZiR,1,
fi; = 500 kHz

R, = 2,2kQ

I; = 2,0 mA r, = 12,935 Q

B=h =200 R =13,27kQ
I; = 10 pA Z, = 2,165 kQ
Ip = 2,01 mA r, = 33,06 kQ
Ry = 1,641 kQ

R, = 19,9kQ

R, = 39,8kQ
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT s de g d L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

5 — Conferir IC --— Operating Point -
Prax <30mW
_ cc = -0p V(in) : 0
Ayg = —150 R = 50kQ L v(n002) : 1.93758e-15
£ = 200 Hz L= v (b) : 3.87517
L — Vi{n001) : 12
RS = 50 Q e — == ———
_ v (ey: T.7966
Ju = 500 iz Py Rt Ro  le=194mA ey, 3.20801
39.8k 2.2k ’_E{_m&t_}i ______ 3.8633e-12
I, = 2,0 mA T, = 12,935 Q YLefol): ____ G 0.00192245]
, T o T (oD 500195186
B =hs=200 R =13,27kQ o hl Ty L oana oSl
: ~7.7266e-117
Ip =10 pA Z; =2,165kQ  in R o I b Q1 Eﬁii : 3.87517e-17
| : .
2N2222 I(R1): 7.7266e-17
Iz = 2,01 mA 1, = 33,06 kQ o0 10u _ 0 00195186
R = 161k RI Egﬂ 0.00194245
=1 R¢ = 2,2kQ Vi S0k I(R1): 0.000204141
R2 I(R2): 0.000194732
R; = 19,9k 0 19 9k ::Ce I(Rs): 3.87517e-17
- _ 10 I (Vee) : ~0.00214659
R; = 39,8 kQ H I(V1): 3.87517e-17
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EEL-CSH

PrOJetO de Ampllflcador de Pequenos Slnals Com BJT Escola de Engenharia de Lorena

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

6 — ConferirA,,
Poay < 30 mW
Vee =12V | ac dec 1000 100 100Meg |
A,. = —150 Lacaee D P TIE
> R, = 50 kQ e
= 200 Hz
i <oy, Rs =500
fu = 500 kitz Vee R1 Rc
12 39.8k 2 2k
Io = 2,0 mA r, = 12,935 Q
Cc
B=he=200 R =13,27kQ 1 out
I; =10 pA Z; = 2,165 kQ

Ip = 2,01 mA r, = 33,06 kQ

--------- RI

Rp =1641kQ R, =22k 50k

R, = 19,9kQ

R, = 39,8kQ
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

6 — ConferirA,, Ay = —146,5
P <s0mW
Amax 150 VCC=12V 150 : T : T : : '!y['o'l{t!N[in] 'I Lo : T . T -40°
vs R, = 50kQ L R o L R T o B e S e R e R A S &1

fi =200 Hz 130+ .

RS = 50 Q 1204 :
fu =500 kHz

110-

I = 2,0 mA 1, =12,9350Q 1009

90+
p = hfe = 200 R' = 13,27 kQ 80-

Iy = 10 pA Z,=2165kQ |

60—
Iz = 2,01 mA 1, = 33,06 kQ) 50~
40

Rg = 1,641 kQ Rc = 2,2kQ
30

R, =199 kQ 20+

10+

R, = 39,8kQ

0 T "] T T ] —r—r—t—rrrr{--340°
100Hz 1KHz 10KHz 100KHz 1MHz 10MHz 100MHz
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT s de g d L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

7 — Reajustar A, atraves de Rg
Prax < 30 mW
VCC =12 V
Ay = —150
R, = 50kQ
= 200 Hz A
i Rg = 50 () R, = R/, 1S
fu = 500 kHz Ay,
Ic = 2,0 mA r, = 12,935 Q
,5
B =hsp =200 R =13,27kQ RE=1641kQ 150 = 1,603 kQ
Iy =10 pA Z; = 2,165 kQ

I = 2,01 mA 7, = 33,06 kQ
R = 1,641 kQ R; = 2,2 kQ
R, = 19,9kQ

Ry =39,8kQ
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT s de g d L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos

seguintes requisitos: :
8 — ConferervS Avs = —149,5

Prax < 30 mW
o 5 VCC=12V 150 H H R A I H H R ._ i i ..:VFo.u.t].N[in]._..":::: H H A | | R -40°
A = —150 S Lo T oo e oo oo
'S R, = 50kQ 140
fi, =200 Hz 1304

RS = 50 Q 120demenn oo
fiy = 500 kHz Ha

110-

I =2,0mA r,=12,9350 '

90
p = hfe = 200 R' =13,27kQ 80

70+

I; = 10 pA Z, = 2,165 kQ

Ip = 2,01 mA r, =33,06kQ s

Re = 1,641kQ R, =22k o
30—
R, = 19,9 kQ 20-

R, = 39,8kQ

0 Ty —r—r—t—r—rrT] Ty ] ] —r—r—t—rrrr--340°
100Hz 1KHz 10KHz 100KHz 1MHz 10MHz 100MHz
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT s de g d L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

9 — Calcular Cs, Co e Cg
Poax < 30 mW
max Vee = 12V
Ay, = —150
Ji Rs =500 Jus 21m(Z; + Rs)Cs > 2m(Zi + Rs)f;
fy = 500 kHz
Io = 2,0 mA r, = 12,935 Q : C -
=.4,Um - D = =
. e e = R I +ROC ¢ 2n(Re 11, + ROJ,
B=h =200 R =13,27kQ
B _ 1 1
Iz = 10 pA Z; = 2,165 kQ fip = ¢, =
2nR,C 2R, f
Ip = 2,01 mA 1, = 33,06 kQ
RiIIR
Re = 1,641kQ R, =22k R, =Ry | < 13 2+Te>
R, = 19,9kQ
R, = 39,8kQ
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

9 — Calcular Cs, Co e Cg
Ppax < 30 mW
max Vee = 12V
Aye = —150
R; = 50 kQ 1 1
=200H Cog= Cs = = 360 nF Cs = 10 pF
i “ R =50 Q 7 2n(Z; + Rg)f, * 7 2m(2,165 kQ + 50 Q)200 " S -
fy = 500 kHz
1
IC = 2,0 mA Te = 12,935 Q CC ES CC = 15,3 nF CC =10 IJ.F

2t(Re I 7y + RS

Iz = 10 pA Z; = 2,165 kQ
Rs Il Ry I R,
I = 2,01 mA r, = 33,06 kQ R, = Rg |l 3 + 7, R, = 13,07 Q
Rg = 1,641 kQ Rc = 2,2kQ
1
R, = 19,9 kQ Crp = Cr = 60,8 uF
- g 2nR,f}, B =
R; = 39,8k
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT s de g d L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

10 — Calcular C,,
P < 30 mW
max Vee = 12V
s =10 s0ka . o =
= = — Ho — 5_p o~
f=2000; it = SR, 2nR1noCo
fu =500 kHz Rryi = Rs | Ry Il R, Il BT ) Tho c Il iy [Ty
0 0 1
l=20mA | %=129350  Ci= i+ Coo+ Cui = Coo + (1= Ay, )Coc Co/= Cwo ™+ Cee + Cino = (1 N A—> Cbe
B =he =200 R =13,27kQ f 1
I; = 10 pA Z, = 2,165 kQ g 217 (Cpe + Cpc)
Iz = 2,01 mA r, = 33,06 kQ Cego Emitter-Base lc =0 Ve =05V f=100KHz 25 pF
0 Capacitance
Rp =1641kQ R, =22k Ccso |Collector-Base E=0 Veg=10V f=100KHz 8 pF
Capacitance
R, = 19,9kQ
Cp. =8pF (., = 25 pF
R, = 39,8k bc p be p
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ee de g e L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

10 — Calcular C,,
P < 30 mW
max Vee = 12V 1
Ay = =150 1 1 — 2R 71 Che 1 Cpe =
R, = 50 kQ foi=5——= bc — foo =5—95—7+ 2R 1 i
fi, = 200 Hz P — 500 21 R7p; €y 2mRrni(1 — Ap) fu 2T R1RoCo MRrno \1 = 7-) I
S =
fu =500 kHz Rrpi = Rs Il Ry | Ry |l BT
0 Rrno = Rc I Ry, Il 1%
I = 2,0mA r, = 12,935 Q Ci = Cyl/+ Cpe + Cyi = Cpe + (1 — Ay, ) Cpe 0 0 1
c/& cw/+ Cee + Cuao = (1= 7— ) Ce
B =hs =200 R =13,27kQ o
Iy =10 pA Z; = 2,165 kQ
Iy = 2,01 mA r, = 33,06 kQ 1 1 —2nB7,Cphe
fg = Che =
Re = 1,641kQ R, =2,2k0 7 2mBre(Cpe + Cpe) ‘ 21T, fu
R, = 19,9kQ
C,. =8pF (., = 25pF
R, = 39,8 kQ bc P be p
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT Ecdo de Enoerc de L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

10 — Calcular C,,
P, < 30 mW
Amax 150 etV 1
= - 1—2nRpy; = =
Vg R, = 50 kQ Chomni = TR 74;Cpe — 159 pF Chc—ho 1 40 pF
fu=200Hz 21 Ry (1 = Ay fy 2mR7no \1 = 7-) fu
S =

fH = 500 kHz RThi = RS " R1 " Rz " ﬁre RThO — RC " RL " r
I = 2,0mA r, = 12,935 Q C; = Cpe + (1 — Ay, ) Cpe 1

Co={1—7—)Che
B =hs, =200 R =13,27kQ vL
Iz =10 pA Z; = 2,165 kQ 1—2np71,Cpe o

bc—B = = p

I =2,0lmA 1, =33,06kQ e 2B, fu
Rg = 1,641 kQ Rc = 2,2kQ
R, = 19,9 kO C, = Cpe_po — Cpe = 40 pF — 8 pF = 32 pF

R, = 39,8kQ
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT s de g d L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

11 — Conferir f; e fy
P, < 30 mW
max Vee = 12V
Avs — —150 .ac dec 1000 10 100Meg
R, = 50kQ g
f, = 200 Hz
RS = 50 Q
fH = 500 kHZ Vee
12
Ic = 2,0 mA r, = 12,935 Q
Iy = 10 pA Z; = 2,165 kQ . Rs f_c_|s
il
Iz = 2,01 mA 1, = 33,06 kQ 50 :10p|:/:
Rg = 1,641 kQ Rc = 2,2kQ

V1
R, = 19,9kQ <_ AC 20m

R, = 39,8kQ
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EEL-CSH

Projeto de Amplificador de Pequenos Sinais com BJT s de g d L

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos
seguintes requisitos:

11 — Conferir f; e fy
Prax < 30 mW
- Vee =12V L.
Aye = —150
R, = 50kQ

= 200 Hz
Ji R = 50 Q
fiy = 500 kHz
Io = 2,0 mA r, = 12,935 Q

B = hse =200 R' = 13,27 kQ
Iz =10 pA Z; = 2,165 kQ
I = 2,01 mA 7, = 33,06 kQ
R = 1,641 kQ R; = 2,2 kQ
R, = 19,9kQ

Ry =39,8kQ

—r—Trrrr —r—rrrrr — — e —r—rrrrr —r—rrrrr — — T
1Hz 10Hz 100Hz 1KHz 10KHz 100KHz 1MHz 10MHz 100MHz
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EEL-CSH

PrOJetO de Ampllflcador de Pequenos Slnals Com BJT Escola de Engenharia de Lorena

JObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A na
configuragao emissor-comum com polarizagao por divisor de tensao para atender aos

seguintes requisitos:

tran 0 1ms O 10us

Vee R1 Rc
12 39.8k 2.2k
Cu Cc
| | =
32pF 10pF
n RS Cs | b | Qi
|
L0 10uF 2N2222
RI
50k
V1 Ro co
SINE(2 1mV 10kHz) < 19-9k a0 8uF
AV N AV

V(in)

2.0015V= 2 mvpp

SO eSS AR W § O SOS WA S: S
soonf A AP P
20000V 4o feee oo oo [ ---------------------------------- [\ .\
1.9995V------ Y-+ ----------- ----------- -----------

1.0000v— ML M. MV oV VLV VLV -

1.9985V-~ : : i i

78v= 300 mVpp

........................................................................................

N
4272 [N SRR N R TR S R S . - S S R R

VA A

7.4V T T T T — T T T T
0.0ms 0.1ms 0.2ms 0.3ms 0.4ms 0.5ms 0.6ms 0.7ms 0.8ms 0.9ms 1.0m
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EEL-US P

Amplificador Nao Inversor

dObjetivo: Projetar um amplificador de pequenos sinais.

JA) Projetar um amplificador de pequenos sinais utilizando o transistor 2N2222A
na configuracao emissor-comum com polarizacao por divisor de tensao para
atender aos seguintes requisitos:

Pnax <40mW V.. =15V
A,, =—130 R, = 40 kQ
f, = 200 Hz Rs = 50 Q
fi = 500 kHz

B) Construir o circuito no LTspice e verificar se as condicdes foram atendidas.
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